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(54) Zpiasob vytvoieni pozitivniho obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvé

Zpisob vytvofenf pozitivnfho obrazu
" na fotocitlivé chalkogenidové vrstvé spo&i-
v4 v tom, ¥e se chalkogenidové vrstva pfed
expozic{ temperuje p¥i teploté vét3f ne%
Tg - 10 °C, (kde Tg je teplota m&knuti vrst-
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vyu¥itf chalkogenidovych vrstev v mikroelektronice je zndmé. Zmény fyzikdln&-chemickych
vlastnostf po ozd¥eni vrstvy vedou ke zm&n& rychlosti leptdni v chemickych &inidlech. Dile-
¥itou charakteristikou resistl je pomér rychlost{ rozpouXté&ni ozd¥ené a neozigfené &dsti
vrstvy.

vV z4vislosti na metod® p¥ipravy vrstvy a na druhu leptadla lze dosdhnout negativniho‘
i pozitivnfho chovdni vrstvy jako resistu. Exponuje-1i se erstv& napafend vrstva napifklad
o 'sloZent A82 3@ jako leptaci roztok se-pouZije louh sodny, chovd se vrstva jako negativ-
ni resist a pom&r rychlosti rozpouéténi je 1 : 5 a¥ 15. Expozice p¥itom miZe byt provedena
bilym svétlem dostate®né intenzity, ultrafialovym zd¥enfm, svazkem urychlenych elektrond
nebo lontl nebo rentgenovym zifenfm. .

V n&kterych p¥fpadech je viak v technologii litografie pro mikroelektroniku vyhodné&j~
${ pozitivnf maskovaci proces, kdy z&¥enim exponovand mista jsou leptdna rychleji neZ
mista neosvé&tlend.

Zpﬁsob vytvoten! pozitivnfho obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvé o sloZenf
'Ass , kde 1,1 x< 4 podle vyndlezu spo&ivd v tom, ¥e se vrstva po napa¥eni temperuje
pi‘i teplotd T » Tg - 10 Oc, kde Tg je teplota m&knutf.

vV¥hoda uvedeného vyndlezu spoivd v tom, ¥e p¥i jednom napafovacim procesu mohou byt
napafovédny soudasn& podloZky, u nich¥ je vyZadovdn pozitivni proces s podlo¥kami, u nichi
je vy¥adovdn negativnf Xitograficky proces.

Na obr. 1 je zndzorn&na zména negativnihé procesu v pozitivnf pro vrstvu o sloZen{
Aszs3. Na obr. 2 je zndzorné&no pouZitif chalkogenidové vrstvy jako resistu. K¥ivka a
na obr. 1 znadf negativn{ leptacf proces, kdy rychlost leptdni oz4fené chalkogenidové vrst-

vy je ni¥%f{ ne%¥ rychlost leptdnf vrstvy neozdiené.

K¥ivka b znadf pozitivn{ proces, kdy rychlost leptdn{ ozd¥ené chalkogenidové vrstvy
je vy331 ne% u vrstvy neozd¥ené. Pomdr obou rychlostf je vynesen na svislé ose.

PouZitf chalkogenidové vrstvy jako negativnfho a pozitivnfho resistu je zndzorn&no
na obr. 2, kde je 1 - chalkogenidovd vrstva pro negativni proces, tj. netemperovand pfi -
teploté& vys&{ neZ Tg - 10 °C,'1: - chalkogenidovd vrstva temperovand pFri teplotd vySE{
neZ Tg - 10 OC; 2 - vrstva 8io, ' 3 - polovodifovd podlo¥ka, napi. k¥emfk, 4 - maska/'s -

-~ chalkogenidovd vrstva pro pozitivnt proces po expozici, 6 - struktura chalkogenidové
vrstvy pro negativnf{ proces po leptédnf, 6 - struktura chalkogenidové vrstvy pro pozitivn;(
proces po leptdnf, ‘z: - odleptdn{ ¥4sti vrstvy Si0 v negativnfm a pozitivnim procesu

a §,‘§; = struktura Si0 po odstran&nf zbytku chalkogenidové vrstvy.

UZit{ vyndlezu bude vysv&tleno na nésledujicich p¥ikladech.
P¥fklad 1

P¥i jednom napafovacim procesu byly napafeny 4 podloZky vrstvou o tlpué{ce 0,6 pm
2z materiflu o sloZenf Aszs3. Takto zfskané vzorky byly oznaleny A, B, C a D. Vzorek A nebyl
p¥ed lept4nfm temperovén.

vzorek B byl temperovdn p¥i teploté& 30 °c 30 min., vzorek C p¥i 140 OC 30 min a vzorek
D, p¥i 190 °c 30 min. .Vechny vzorky byly exponovédny pfes masku, obsahujfic{ kruhové otvory
o priméru S,Mm.

Po leptédnt, které bylo provedeno v alkalickém leptacim &inidle, bylo u vzorkd A, B
a C pozorovdno negativni zobrazeni. U vzorku D, ktery byl temperovdn pi¥i 190~°c,bylo zobra-
zenf pozitivnf, s pom&rem leptac{ rychlosti pro neosv&tlenou &4st a osvé&tlenou &dst 1 ; 2.
Litograficky proces jak negativnf, tak pozitivni je znézornén na obr. 2.
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pP¥{fklaad 2

Z materidlu o sloZeni AsS byly napa¥eny chalkogenidové vrstvy na 3 podloZky s ozna-

1,4
Cenfm A, B a C. PodloZka A byla po napafeni temperovdna p¥i 100 °c, podloZzka B p¥i 140 °c

a podlo¥ka C p¥i 200 °c.

Chalkogenidové vrstvy na podloZkdch A a B vykazovaly negativn{ zobrazeni po expozici

a leptdnf v alkalickém &inidle. Vzorek C vykazoval pozitivn{ zobrazenf.

PREDMET VYNALEGZU
Zplsob vytvofeni pozitivniho obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvé€ o sloZeni
AsSx, kde 1,1¢ x { 4, vyznatujici{ se tim, Ze se chalkogenidovd vrstva pfed expozici tempe-
ruje p¥i teploté véts{i neZ Tg - 10 OC, kde Tg je teplota méknuti vrstvy.

2 vykresy
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